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Sposéb wykonania diody elektroluminescencyjnej
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wykonania
diody elektroluminescencyjnej, $wiecacej w zakre-
sie widzialnym, o obszarze czynnym wykonanym
z AlxGa,..xAs, z quasiheterostrukturg domieszko-
wang krzemem Si po obu stronach zlgcza p-n.

Dotychczas znane sg §wiecgce w zakresie widzial-
aym diody z AlxGa;_xAs, domieszkowane tellurem
Te i cynkiem Zn. Wymagaja one dwéch operacji
technologicznej epitaksji z fazy cieklej (nalozenie
warstwy domieszkowanej Te) oraz dyfuzji Zn (wy-
tworzenie warstwy domieszkowanej Zn).

Kazda pojedynczg strukture szlifuje sie i poleru- .

je w celu uzyskania soczewki. Sa to operacje bar-
dzo czasochlonne i precyzyjne, z uwagi na wymiary
struktur,-a w konsekwencji niekonieczne. Tak wiec
znane sposoby wykonania diod o energii fali 1,9 eV
i zewnetrznej sprawnosci kwantowej 0,19, sg skom-
plikowane i niefunkcjonalne. Dotychczas znane dio-
dy wykonane z AlyGa;. xAs i domieszkowane krze-

mem Si w jednym procesie technologicznym nie -

spelniajg warunku S$wiecenia w zakresie widzial-
nym. Struktury tych diod maja na powierzchni
AlxGa;_xAs o duzej wartosci x, na przyklad 0,5.
Na powierzchni takiej warstwy tworzag sie tlenki,
ktére uniemozliwiaja uzyskanie dobrych kontaktéw
omowych. Prace nad tymi diodami ze wzgledu na
zbyt male uzyskiwax}e zewnetrzne sprawnosci

kwantowe dla promieniowania widzialnego oraz-

znaczne trudno$ci w uzyskaniu omowych kontak-
téw zostaly zaniechane.
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Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad zna-
nych sposobéw wykonania diod elektroluminescen-
cyjnych oraz opracowanie funkcjonalnego i ekono-
micznego sposobu wykonania diod o wysokiej
zewnetrznej sprawnos$ci kwantowej, $wiecgcych
w zakresie widzialnym.

Cel ten zostal osiggniety przez sposéb wedlug
wynalazku, ktérego dioda posiada obszar czynny
wykonany z AlxGaj;.xAs w ramach jednostopnio-
wego procesu epitaksjalnego z fazy oraz quasihete-
rostrukture domieszkowang krzemem po obu stro-
nach zlacza p-n. Istotg sposobu jest to, ze do stopu
dodaje sig Al w iloSci zapewniajgcej poczatkowsa
warto§é parametru x w warstwie epitaksjalnej
AlxGa,_xAs wiekszg od 0,65, zaleznie od tempera-
tury procesu i ilosci Ga jako rozpuszczalnika, réw-
noczes$nie dodaje sie do stopu Si w ilosci nie wiek-
szej od 0,29, at, a wzrost skompensowanej war-
stwy typu p prowadzi sie do wartosSci parametru x
mniejszej od 0,5, to znaczy do temperatury mniej-
szej od 600°C.

Uzyskane sposobem wedlug wynalazku diody ma-
ja wysoka wewnetrzng sprawnosé kwantows,
struktury w tych diodach majg na powierzchniach
GaAs, co umozliwia wykonanie omowych kontak-
tow, zas technologie wytwarzania charakteryzuje
prostota, funkcjonalno$é i ekonomiczno$é czasowa
i materialowa w odniesieniu do rodzaju i ilo$ci ma-
terialu Zrédla i ptytek podiozowych.
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Sposéb wykonania diody elektroluminescencyjnej
wedlug wynalazku zostanie blizej objasniony na
realizacyjnym przykladzie wykonawczym. Do wy-
konania diody stosuje sie jednostopniowy proces
epitaksjalny z fazy cieklej, przy nastgpujacym
skladzie stopu: ilo$¢ galu Ga — 45 g, arsenku galu
GaAs — 2,1 mg, glinu Al — 0,23 g, krzemu Si —
20 mg, przy orientacji plytek podiozowych [100],
temperaturze rozpoczecia procesu 900°C i szybko$ci
studzenia 2°C/min. Proces prowadzi si¢ do tempe-
ratury 100°C. Podczas studzenia pieca na plytce
podlozowej wyrasta warstwa AlyGa;-xAs typu n,
a nastepnie typu p tworzac quasiheterostrukture.
Plytki po wyjeciu ze stopu pokrywa sie kontakta-
mi Ag—Te (do typu n) i Ag—Mn (do typu p).
Plytki dzieli sie na struktury o wymiarach 0,3 X
X 0,3 mm. Struktury umieszcza sie¢ w reflektorku
na typowych oprawkach. Diody zalewa sie przez-
roczysta zywicg w formie. Diody te daja zewnetrz-
ng sprawno$é kwantowg 0,1%, energie wypromie-
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niowang hv=19 eV (A1=0,65 um) i S$wiatlosé
14 med przy Ir =20 mA.

Zastrzezenie patentowe

Spos6éb wykonania diody elektroluminescencyjnej,
Swiecacej w zakresie widzialnym, o wysokiej zew-
netrznej sprawnosci kwantowej oraz o obszarze
czynnym wykonanym z AlyGa;.xAs w ramach je-
dnostopniowego procesu epitaksjalnego z fazy
cieklej, z quasiheterostrukturg domieszkowang
krzemem po obu stronach zlgcza p-n, znamienny
tym, ze do stopu dodaje si¢ Al w iloéci zapewnia-
jacej poczatkowa warto§é parametru x w warstwie
epitaksjalnej AlyGay—xAs wieksza od 0,65, zaleznie
od temperatury procesu i ilo§ci Ga jako rozpusz-
czalnika, réwnocze$nie dodaje si¢ do stopu Si
w iloSci nie wigkszej od 0,29, at, a wzrost skom-
pensowanej warstwy typu p prowadzi sie do war-
toSci parametru x mniejszej od 0,5, to znaczy do
temperatury mniejszej od 600°C.
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